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【はじめに】 Si ナノワイヤトランジスタは、究極的にスケーリングされたデバイスとして理論，実験の両方からその特性評

価が盛んになってきた。Si ナノワイヤは熱酸化によって製作されることが多いが、各研究機関で熱酸化条件が統一され

ていない。本研究では、熱酸化により Si ナノワイヤトランジスタを作製し、電気特性の観点から熱酸化条件やワイヤ形状

の依存性を考察した。 

【実験】SOI ウエハの Si 層を、TEOS をハードマスクとしてドライエッチングすることで TEG を形成した。熱酸化炉を用いて

様々な条件で熱酸化行い、形成された酸化膜を Vapor HF Etching で除去した。再び、熱酸化を行い、ゲート絶縁膜を形

成した。ソース・ドレイン電極とバックゲート電極に Al を用いトランジスタを作製した。そして、酸化前後の断面形状の観察

とトランジスタの電気特性評価を行った。  

【結果】TEG (SOI 層厚さ 61nm) を図１に示す。 熱酸化（乾燥酸素雰囲気中 1000℃，90min）により作製した TEG を図 2

に示す。電気特性の評価により熱酸化条件やワイヤ形状の依存性の詳細は当日報告する。 
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Fig.1 Before Thermal Oxidation 
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